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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

Nazwa modutu

Przyrzady po6tprzewodnikowe

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Semiconductor elements

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektrotechnika

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdino akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

niestacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnosc

Elektronika Przemystowa i Energoelektronika

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Energoelektroniki

Koordynator modutu

Grzegorz Radomski

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

przedmiot kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

Semestr 5

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

Semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin tak _
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 3
Forma . " wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne
prowadzenia zaje¢
w semestrze 84. 8 Q.
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C. EFEKTY KSZTALCENIA | METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem modutu jest zapoznanie studentéw z podstawami dziatania przyrzgdéw

Cel
Otprzewodnikowych.
modutu %-ﬁinijki) Y
Symbol ) prol\jvoe;(;];gnia odniesierjie do odniesierjie do
efektu Efekty ksztalcenia zajeé _ efektow efektow
(w/Shplinne) kierunkowych | obszarowych
Posiada podstawowg wiedze z zakresu fizyki wip K_W02 T1A W01
potprzewodnikow. K_W13 T1A W03
T1A W04
W _01 T1A W07
Zna zasade dziatania podstawowych przyrzadéw wip K_W02 T1A W01
pétprzewodnikowych. K_W13 T1A_WO03
T1A W04
W_02 T1A WO07
Zna charakterystyki zewnetrzne przyrzadow w/p K_W13 T1A W01
potprzewodnikowych. T1A W03
T1A W04
W_03 T1A W07
Potrafi modelowac dziatanie przyrzgdow w/p K_W13 T1A W01
potprzewodnikowych. T1A W03
T1A W04
u_o1 T1A_WO07
Potrafi dokona¢ pomiaru podstawowych wip K_W09 T1A_WO02
charakterystyk i parametréw przyrzaddw T1A W04
potprzewodnikowych. K_U08 T1A _UO7
u_02 T1A _UO08
Potrafi dobiera¢ parametry przyrzagdéw wip K_W13 T1A W01
potprzewodnikowych do zastosowan w uktadach T1A W03
energoelektronicznych i elektronicznych. T1A_WO04
u_03 T1A W07
Rozumie istotno$¢ technologii przyrzgdow w/p K_K02 T1A K02
K_01 | potprzewodnikowych dla zycia ludzi.
Potrafi systematycznie uzupetniaé swoja wiedze na |w/p K_U05 T1A_UO5
temat nowoczesnych przyrzadéw K_KO01 T1A_KO1
K_02 | potprzewodnikowych.
Tresci ksztalcenia:
1. Tredci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
Nr Tresci ksztatcenia do efektéyv
wyktadu ksztalcenia
dla modutu
Podstawy fizyczne — pojecia podstawowe dotyczgce materiatdw wW_01
potprzewodnikowych. Podstawowe rodzaje potprzewodnikow — W_02
1. potprzewodniki ,p” i ,n”. Wptyw pola elektrycznego na potprzewodniki. K_02
Zjawisko Halla i hallotrony. Elementy pétprzewodnikowe: rezystory réznych
typéw, warystory, tyrektory, termistory.
Zjawisko fotoelektryczne i piezoelektryczne. Magnetorezystory i zjawisko w—g;
GMR. Zjawisko polowe. W 03
2. Ztgcze ,p-n” i zjawiska w nim zachodzace. Zigcze metal -potprzewodnik. U o1
Diody prostownicze — zasada dziatania, charakterystyki, wlasciwosci U 02
dynamiczne. Diody specjalne. K 02
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wW_02

Tranzystory bipolarne — zasada dziatania, charakterystyki statyczne, W_03

3. wtasciwosci dynamiczne. U 01

Tranzystory polowe — ztgczowe. Tranzystory mocy — tranzystory MOSFET. U_02

K_02

. wW_02

Elementy czterowarstwowe — tranzystory IGBT, tyrystory SCR i GTO — W 03

zasady dziatania, charakterystyki i wlasciwosci dynamiczne. U 01

4 Inne nowoczesne przyrzady potprzewodnikowe. Przyktady zastosowan U 02

' przyrzadéw potprzewodnikowych w energoelektronice, automatyce i napedzie U 03

elektrycznym. K 01

K_02

2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen

Odniesienie
N’r zajec Tresci ksztatcenia do efektoyv
¢éwicz. ksztatcenia
dla modutu

3. Charakterystyka zadan projektowych

W ramach zaje¢ projektowych studenci projektujg uktad pomiarowy i badajg zadane przez
prowadzgcego zajecia charakterystyki przyrzadéw poétprzewodnikowych.

4. Charakterystyka zadan w ramach innych typéw zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia
efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Kolokwium, projekt

W 02 kolokwium, projekt

w 03 | kolokwium, projekt

u 01 |Projekt

u 02 |Projekt

u 03 |Projekt

K 01 kolokwium, projekt

k 02 | kolokwium, projekt




T

Politechnika Swietokrzyska
WYDZIAL ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI | INFORMATYKI

D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wyktadach 849.
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 349.
5 | Udziat w zajeciach projektowych 849.
6 | Konsultacje projektowe 4q9.
7 | Udziat w egzaminie 24.
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 25¢.
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,00
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 20 g.
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koricowego z laboratorium
17 | Wykonanie projektu lub dokumentaciji 20 g.
18 | Przygotowanie do egzaminu 10 g.
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (SSuomg)
21 | Liczba punktéw ECTS, ktéra student uzyskuje w ramach samodzielnegj
pracy 2,00
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie praca studenta | 75 g.
23 Punkty ECTS za modut 3
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 32
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi g.
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 1,28
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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